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1. DATOS DE IDENTIFICACION

UNIDAD DE APRENDIZAJE
0 MODULO:

Electrdnica digital

Clave:

Ubicacion: Semestre IV Area: Ciencias de la Ingenierfa

Horas y créditos: Teodricas: 54 Practicas: 10 Estudio Independiente: 16
Total de horas: 64 Créditos: 10

Competencia(s) del perfil
de egreso al que aporta:

-Aplica conocimientos tedricos en proyectos experimentales, mediante simuladores,
construccion de prototipos y sistemas de medicién, con el fin de manipular las
condiciones de las variables y con ello estudiar los diferentes resultados que pudieran
obtenerse para proponerse como alternativas de solucién en casos reales.

- Adquiere conocimiento de materias y tecnologias basicas del drea de la quimica y
fisica, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologias especificas
de la ingenieria en procesos industriales, atendiendo problemas de manera
pertinente.

-Disefia, implementa y evalla propuestas creativas e innovadoras en el uso de las
tecnologias de la informacién y comunicacién para aplicarlos en la industria.

Unidades de aprendizaje
relacionadas:

Antecedentes: Proporciona base para:
Electricidad y magnetismo Electrdnica Il
Andlisis de circuitos

Responsable(s) de elaborar
el programa:

M.1.I. Mizael Leyva Lau Fecha: enero de 2025

Responsable(s) de
actualizar el programa:

2. PROPOSITO

Disefiar dispositivos electrénicos a partir de componentes de estado sdlido, basado en la comprension de sus

principios de operacion y en la identificacidn de sus caracteristicas, parametros, limitaciones y areas de aplicacién.

3. SABERES

Tedricos: e |dentificar y comprender el funcionamiento de los circuitos electrénicos que emplean

componentes de estado sélido

Practicos: ¢ Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas donde se utilicen componentes

electrdnicos analdgicos de baja potencia
* Disefio de circuitos electronicos
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¢ Simulacion del funcionamiento de circuitos electrénicos

Actitudinales: e Disposicion para el trabajo en equipo.

* Valora la importancia de la electrénica en la resolucién de problemas relacionados con la
industria y el hogar.

 Expone diversos planteamientos de solucion a problemas relacionados.

« Critica metodologias empleadas en la resolucion de problemas.

e Planea y realiza proyectos relacionados de aplicacion industrial y del hogar.

4. CONTENIDOS

UNIDAD . INTRODUCCION A LOS SEMICONDUCTORES
1.1 Aplicaciones de la electronica

a) Introduccion a la electronica

b) Avances de la electrénica

c¢) Futuro de la electrénica

1.2 Modelo atdomico

a) Conductores

b) Aislantes

¢) Semiconductores

1.3 Dispositivos semiconductores

a) Clasificacion de los dispositivos semiconductores
1.4 Dopado de un semiconductor

a) Semiconductor intrinseco

b) Semiconductor extrinseco

c) Tipos de semiconductores extrinsecos

1.5 Polarizacion

a) Diodo no polarizado
b) Diodo polarizado

c¢) Diodo ideal

d) Segunda aproximacién
e) Tercera aproximacién

UNIDAD II. DIODOS RECTIFICADORES

2.1. Polarizacion de los diodos y curva de operacion
a) Polarizacién

b) Curva caracteristica del diodo

2.2. Rectificador de media onda

a) Transformador

b) Rectificador de media onda

c) Resistencia de carga

2.3. Rectificador de onda completa
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a) Transformador con derivaciéon central
b) Rectificador de onda completa
2.4. Rectificador de puente completo
a) Puente rectificador

2.5. Parametros de los diodos

a) Hojas de caracteristicas del diodo
b) parametros del diodo

2.6. Filtros con condensador

a) Condensador como filtro

b) Voltaje de rizo

2.7 Fuentes de alimentacion de CD
a) Caracteristicas de las fuentes

b) fuentes de voltaje positivo

c) fuentes de voltaje negativo

UNIDAD llI. DIODOS ZENER

3.1. Regidn de polarizacion directa

a) Caracteristicas del diodo Zener

b) Curva caracteristica del diodo zener

c) Diodo zener trabajando en la zona directa
3.2. Polarizacién inversa

a) Diodo zener trabajando en la zona inversa
b) Operacién en la zona de ruptura.

3.3. Diodo Zener como regulador de voltaje
a) Diodo zener como regulador

b) Regulador zener con carga

c) Condiciones extremas en la regulacién
3.4. Especificaciones y valores nominales de los diodos zener
a) Voltaje zener

)

b) Corriente maxima

c¢) Potencia nominal
)

d) gréficas corriente-voltaje

UNIDAD IV. DISPOSITIVOS OPTOELECTRONICOS

4.1. Clasificacién de los dispositivos optoelectrénico
a) Dispositivos emisores

b) Dispositivos receptores

3.1. Celdas fotovoltaicas

a) Funcionamiento de las celdas fotovoltaicas

b) Aplicaciones de las celdas

3.2. Diodos emisores de luz
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a) Polarizacion directa e inversa del led

b) Proteccion del led

¢) Circuitos con led

3.3. Fototransistores

a) Caracteristicas del foto transistor

b) Funcionamiento

4.2. Optoacopladores

a) tipos de optoacopladores

b) funcionamiento de los optoacopladores

UNIDAD V. TRANSISTORES BIPOLARES OPERANDO EN LA REGION ACTIVA
5.1. Estructura de los transistores bipolares
a) El transistor NPN sin polarizacion

b) El transistor NPN sin polarizacion

5.2. Operacion de los transistores

a) Curva caracteristica de entrada

b) Curva caracteristica de salida

5.3. Polarizacion y operacion

a) El transistor polarizado

b) Recta de carga

¢) Punto de operacion

5.4. Configuracién en base comun

a) Conexién en base comun

b) Recta de carga

c¢) Punto de operacién

3.4. Configuracién emisor comun

a) Conexién en base comun

b) Recta de carga

c) Punto de operacién

5.5. Configuracion colector comun

a) Conexién en base comun

b) Recta de carga

c¢) Punto de operacién

5.6. Amplificacion

a) Circuito equivalente de pequefia sefial
b) Funcionamiento del amplificador

¢) Ganancia de voltaje

d) Ganancia de corriente

5.7. Transistores en cascada (Darlington)
a) Etapas en cascada

b) Transistor Darlington
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5.8. Parametros que afectan la operacién de los transistores bipolares.
a) Ancho de banda de respuesta del transistor
b) variaciones de la hfe
c) Potencia del transistor

)

d) hoja de caracteristicas del transistor

UNIDAD VI. TRANSISTORES BIPOLARES EN CORTE Y SATURACION
6.1. Operacién en la region de corte

a) Recta de carga

b) Punto de operacion

c) Corriente de corte

6.2. Operacion en la regién de saturacion

a) Recta de carga

b) Punto de operacion

¢) Voltaje de saturacion

6.3. Transistores empleados como elementos de conmutacion
a) El transistor en conmutacion

b) Saturacién del transistor sin conocer el valor de la beta

c) Excitacion de leds

6.4. Transistores en cascada

a) Transistores activados por transistores.

b) opto transistores en corte y saturacion

6.5. Operacion de relevadores

a) Conexiones de relevadores por medio del transistor

b) Protecciones del transistor

UNIDAD VII. TRANSISTORES DE EFECTO DE CAMPO
7.1. Polarizacion del JFET

a) Caracteristicas y construccién del JFET

b) Pardmetros del JFET

7.2. Operacion del JFET

a) Curva de la transconductancia

b) Autopolarizacion

c) Polarizacion por divisor de voltaje

7.3. Amplificacion del JFET

a) Ganancia de voltaje

b) Ganancia de corriente

7.4. Introduccién a los Amplificadores Operacionales
¢Qué es un amplificador operacional?

a) Introduccion

b) Aplicaciones del amplificador operacional
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Caracteristicas del amplificador operacional
a) Terminales y encapsulados del amplificador operacional
b) Voltaje diferencial

¢) Ganancia de lazo abierto

Configuracion inversora

a) Ecuacién de salida

b) Funcién de transferencia

Configuracion no inversora

a) Ecuacion de salida

b) Funcidn de transferencia

Configuracion seguidor

a) Ecuacion de salida

b) Funcion de transferencia

Configuracion sumadora

a) Ecuacioén de salida

b) Funcién de transferencia

5. ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS

Actividades del docente:

® Exposicion de temas.

Propiciar actividades de busqueda, seleccion y analisis de informacion en distintas fuentes.

Presentacién y solucion de ejercicios en clase.

Fomentar actividades grupales que propicien la comunicacion, el intercambio argumentado de ideas, la

reflexion, la integracion y la colaboracidn entre los estudiantes.

® Proponer problemas que permitan al estudiante la integracion de contenidos de la asignatura entre
distintas asignaturas, para su analisis y solucién.

® Intervenir para apoyar a los estudiantes en la aclaracién de dudas y retroalimentacion de los
aprendizajes.

e Utilizacion de simulaciones de circuitos electronicos.

Actividades del estudiante:
«» Exposicion de temas.
< Lectura de articulos cientificos y de divulgacion.
% Trabajos de investigacion.
< Aprendizaje orientado a proyectos.
% Uso de simuladores (Multisim, Psim, entre otros)

< Reporte de Visitas a empresas.

6. EVALUACION DE LAS COMPETENCIAS

6.1. Criterios de desempefio 6.2 Portafolio de evidencias

e Examen tedrico
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* Resuelve problemas de circuitos con dispositivos de
estado sélido

e Muestra evidencia de su investigacion

e Es capaz de identificar alguna solucién pertinente, asi
como de redactarla de manera congruente e
informada.

e Utiliza la bibliografia relacionada a los temas.

e Mapa conceptual

e Representaciones graficas o esquematicas
e Resumenes

e Tareas

e Listas de cotejo y rubricas

6.3. Calificacion y acreditacion:

Parcial:

Se pedird la asistencia al curso, 80%.

Se proponen los siguientes porcentajes por tipo de
actividad:

* Examenes escritos: 60%

e Informes técnicos: 10%

* Proyectos: 20%

e Tareas: 10%

Final:

Se pedird la asistencia al curso, 80%.

Se proponen los siguientes porcentajes por tipo de
actividad:

e Examenes escritos: 60%

e Informes técnicos: 10%

* Proyectos: 20%

e Tareas: 10%

Para acreditar el curso, necesita una calificacién minima
de 6 (seis)

7. RECURSOS DIDACTICOS

8. FUENTES DE INFORMACION

Bibliografia bdsica

Autor(es) Titulo

Editorial

URL o biblioteca
digital donde estd
disponible

“CIRCUITOS

Shilling & Belove .
ELECTRONICOS”

McGraw-Hill.

2015

DISPOSITIVOS
ELECTRONICOS Y
AMPLIFICADORES DE
SENALES

Sedra

Americana

2005
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ELECTRONICA;
TEORIA DE Pretince-Hall 2006

CIRCUITOS

Boylestad, Robert &
Nashelsky, Louis.

Bibliografia complementaria

URL o biblioteca

Autor(es) Titulo Editorial Afo digital donde estd
disponible
Dispositivos Pearson, octava
Floyd, T. L o e 2008
Electrdnicos edicién.
Savant, C. J., Roden, L . )
Disefio Electronico: Prentice Hall,
M. S. y Carpenter, G. o ) o 1992
Circuitos y Sistemas segunda edicion

L..

9. PERFIL DEL DOCENTE

Licenciatura requerida.

Experiencia como docente o con cursos en docencia.

Comprometido con el trabajo como docente y abierto a los nuevos procesos de ensefianza-aprendizaje.
Se considera un plus si tiene especialidad o posgrado o bien si tiene experiencia laboral en estas areas.




